タイトル

Title (English)

著者名 (1,*)（発表者は右肩カッコ内に*）、著者名(2)、著者名(2)
Author1 (1,*), Author2 (1), Author3 (1) and Author4 (2)
(1) 所属１　郵便番号　住所

Affiliation1, Address, Postal code
(2) 所属２　郵便番号　住所

Affiliation2, Address, Postal code

E-mail : XXX@YYY.ac.jp
要約　ここに要約を書いてください。

[image: image1.wmf] 

Initial

150

200

350

1

×

10

19

250

300

Heating Temperature[ C] 

Spin density [cm

-

3

]

1

×

10

18

1

×

10

17

°

Initial

150

200

350

1

×

10

19

250

300

Heating Temperature[ C] 

Spin density [cm

-

3

]

1

×

10

18

1

×

10

17

°

１．はじめに

ここからアブストラクト本文を書いてください。日本語または英語でA4版2ページ以上4ページ以内とします。できるだけこのテンプレートを使用して作成してください。

アブストラクトは以下のとおり公開されます。

(1) 研究会の当日にアブストラクト集の冊子として参加者に配布

(2) 研究会の後日に電子ファイルとしてWebサイトから参加者にダウンロード

なお、研究会当日にアブストラクト集に不足が生じた場合には、電子ファイルをUSBメモリからのダウンロードによって希望者に配布させて頂きます。
アブストラクトはPDFファイルに変換し、研究会ウェブページ（http://www.tfmd.jp/）の「参加登録・投稿窓口」からアップロードしてください（PDFファイルにはパスワード、コピー制限などをかけないでください）。

印刷物による郵送、ＦＡＸ送付は受け付けません。

２．本文

研究の目的・意義、実験方法、モデル、考察、得られた成果、技術的進歩について、できるだけ具体的、論理的に記載してください。図、表の体裁については以下を参考にしてください。
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Table I. Deposition conditions of undoped silicon films. 
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Fig.1 The spin density of undoped 50-nm-thick silicon films laser crystallized at 400 mJ/cm2 as a function of heating temperature. 








